
苏州回收工业IC回收电源芯片

产品名称 苏州回收工业IC回收电源芯片

公司名称 深圳银源电子

价格 800.00/件

规格参数 品牌:村田、TDK、太诱、国巨、三星
型号:规格不限均有收购
产地:进口

公司地址 深圳市福田区华强北街道华航社区振华路100号
深纺大厦C座2K22

联系电话 15338737949 15338737949

产品详情

苏州回收工业IC回收电源芯片 番禺回收汽车1200万图像传感器、古镇收购拆机光纤模块、港口收购汽车
超极本CPU、广州收购积压无线芯片、宁波收购拆机STM32F407系列、贵阳收购拆机开关、崇明收购拆
机18650电池、沈阳回收积压SSD固态硬盘、银川收购拆机海力士SSD、清远收购报废江波龙字库、武汉
收购报废芯片、无锡收购汽车手机、洪梅收购拆机金士顿内存条、相城收购积压闪迪字库、公明收购积
压高通芯片、高明回收汽车X电容、中堂回收积压接插件、福田回收拆机射频芯片、民众收购报废陀螺
仪、乌鲁木齐收购拆机晶圆、平湖收购汽车线路板、重庆回收报废开关芯片、襄阳收购汽车陀螺仪IC、
坪山收购拆机PIC12F系列、塘厦回收报废陀螺仪芯片、嘉定收购汽车液晶IC、西宁收购报废CPU、南山
收购拆机XC7C系列、平湖收购积压XC7A系列、乌鲁木齐收购汽车IC芯片、扬州回收积压变压器、东凤
收购报废服务器、绵阳回收积压EMCP、重庆收购报废立琦芯片、清溪收购汽车集成电路、观澜回收报
废EMCP芯片、东坑回收积压DDR2芯片、观澜收购汽车CF卡、盐田收购报废U盘、坑梓回收汽车欧姆龙
继电器、台州收购报废卡座、石碣回收汽车逻辑芯片、临沂收购拆机液晶IC、公明收购报废SSD、西宁
收购拆机镁光内存、扬州收购报废东芝库存、黄圃回收报废电脑配件、望牛墩回收积压宏发继电器、公
明回收汽车闪迪EMMC、罗湖收购拆机LPDDR3芯片 STM32F413RGT6TR、LT151HMS#TRPBF、HFV7/024
-H6T-R、MM74HCT04M、PCA9564PW,118、HFA2/18HD1STFG、ERA6ARB9091V、SA141CA-G、NQ352
、ERA3AHD10R5V、ICE40LM4K-S-EVN、SN74LV594ADG4、ERJ1TRSJR13U、LTC6806ILW#3ZZPBF、LP
C11A14FHN33/301,、CLF12577NIT-101M-D、LQW18AS3N6G00、ERJB2CGR068V、GXM21B5C1H183JA02
#、GJM0332C2A5R9BB01#、TC7MPB9326FK、ADM241LAR、S9S08QD4J1VSC、ERA3ARB8661V、B4420N
XE7QQMD、MK22FN128VLH10R、74LVC1G126GV-Q100、MABA-009650-CF1160、EZPV1B405LTB、ER
A2VRW4421X、EXB38V751JV、MIC29300-12WU-TR、ERJS14D4703U、GQM2194C1H1R7CB01#、GRM15
53C1H2R2WA01#、ERJU08F2941V、LTC3119HFE#TRPBF、ERA3ARC563V、BK1608HS241-T、D9FGT、A
PT20M18LVFRG、ERA3APB392V、SN74LVU04APW、SEMiX452GB126HDs、74AHCT541APW、CDBD2S
C6650-G、BASH19MX2WT5G、ERJPA3F1803V、PTH12040WAST、ERJS14D3301U、A5KP19CA-G、ADS4
145IRGZT、QT6220B、ERJ12SF5101U、CV4-4000/SP1、ERJB3BJ2R7V、TAJW105K050RNJ、ERA2VEB4220
X、LT6370IDD#PBF、MMSZ52561G、ERJU1TF1622U、DSC1121AL2-041.5000T、XCKU11P-1FHGE1517I、
MT47H64M8CB-5EIT:B、APA075-FG144A、ERJ2RKF2200X、HF13F/110-2H5TD、TPS79147DBVREP、LT1
999CS8-20#PBF、74VHC273MX、PZT751T1G、ERA3VEB9101V、GJM1552C1H5R3FB01#、GRM1551X1E9



R2DA01#、CL02C9R1BO2GNNC、MCP1825T-3302E/ET、5CEBA7M15C8N、DSC1121DI2-022.5792、FBNB
16A512G1KTEAFJ4-37AF、DAC7552IRGTR、BD46465G、XC6VLX240T-1FFV1759I、JW948、GQM2195C2
E2R9DB12#、HF13F/036-2Z23、EP4SE530H35N、AP7333-20SA、CD74HCT245EE4、GRM0332C1E5R2CA0
1#、ERJS12F5621U、XCKU-L2SFGA676E、MIC5504-1.2YMT-TR、ECQE6473RJF、CGA3E1X7R1E105M080
AD、HF18FF/036-3Z2TD、JM38510/37501BCA、ECHU1H124GX9、TL431BCDBVTG4、ERJ2RKF43R2X、
MT48H32M16LFB4-75BIT:C 再简单一点，就是考虑更好的散热吧。功率管发热功率管的功耗分成两部分
，开关损耗和导通损耗。要注意，大多数场合特别是LED市电驱动应用，开关损害要远大于导通损耗。
开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关，所以要解决功率管的发热可以从以
下几个方面解决：不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管，因为内阻越小，cgs和cgd电容越大。
如1N60的cgs为250pF左右，2N60的cgs为350pF左右，5N60的cgs为1200pF左右，差别太大了，选择功率管
时，够用就可以了。 

常熟回收蓝牙IC回收高压电容
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